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結晶シリコン太陽電池の光照射下の IV 特性（図(a)）は、直列抵抗・並列抵抗の影響が無視でき

る場合、室温付近で exp(qV/nkT) >> 1 の場合は(1)式で表される。筆者らは IL, I, A, Egが一定の場合

の温度に対する電圧の変化率は 出力電圧と温度の関数(2)式で表され、太陽電池１セルあたりの温

度係数は電圧範囲 0.5-0.7V 付近では(3)式で表されることを最近報告した[1]（図(b)）。ただし逆方

向飽和電流 I0 = Aexp(-Eg/kT)とした。講演では様々なセル、モジュールに対する(3)式の適用性と IV

特性の温度補正等への応用について報告する。 
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                     (a)                                        (b) 

Fig. (a) I-V curves of a c-Si PV module under irradiances of 0 (dark) and 1 kW/m2 at module 

temperatures of about 10, 25, 45 and 65 ºC. (b) Temperature coefficient TCcell (V/K) of the same module as 

(a). The product of T1 and TCcell is plotted versus v1, , by dots with solid lines. Calculated result based on eq. 

(3), with nEg/q = 1.232 V [1], is shown by a black dashed line. 
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